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O Nidbio & um metal refratario gue apre
senta propriedades similares ao Molide
nio, Tantalo e Tungsténio, podendo ser
utilizado como alternativa a estes mate
riais em uma série de componentes de Ul
tra-alto-Vacuo (U.H.V.). =
Neste trabalho apresentamos o Nidbio co
mo porta-amostras de um sistema de Epita

xia por Feixe Molecular (MBE) em substi
tuigdoc ao Melibdénio.
I. INTRODUCAO
As tecnicas modernas de crescimento epita
xial de compostos semicondutores (MBE,

MOCVD, CBE) apresentam em sua estrutura uma
série de componentes como camaras de vacuo,
elementos resistivos, "Shields" e cadi
nhos, porta-amostras, etc. gue exigem ma
teriais com caracteristicas especiais para
sua fabricagao. Os materiais mais utiliza
dos para estes fins sao o Tantalo (Ta), o
Molibdénio (Mo) ou o Tungsténio (W) com
99,97% de pureza(l),

O Nidbio (Nb), com nimero atdmico 41, per
tence ao grupo Va da tabela periddica (o
mesmo do Ta). Apesar de sua posicao suge
rir propriedades similares as do Ta, Mo e
W ainda nao obteve a importancia destes ma
teriais para aplicagOes em Ultra-Alto-Va
cuol2) ., 0 alto custo na importacao destes
materiais, com o grau de pureza requerido,
levou-nos a pensar nas possibilidades de
se usar, inicialmente, o Nb como porta-
amostras em nosso sistema de Epitaxia ?or
Feixe Molecular (MBE) R&D Riber 2.300(1), 0
Nb utilizado foi obtido da FTI e tem pure
za nominal de 99,97% de Nb + Ta (Ta~0,2%)
com ouig?s impurezas numa faixa inferior a
70 ppm g

II. CARACTERISTICAS DO PORTA-AMOSTRAS
Para o crescimento das peliculas de com
postos III-V (GaAs, AlGaAs; dopados, nao-
dopados; e para dispositivos) um substra
to de GaAs & fixado a um porta-amostra,
tratado gquimicamente, com a geometria mos
trada na Fig. 1. A fixacdo ou colagem @&
realizada aquecendo-se, ao ar, sobre o
porta-amostra pequenas bolas de In gue
apos fundirem (168°C) sdo espalhadas, co
locando-se entdo o substrato sobre o In
fundido. 0 conjunto &€ resfriado e entao
introduzido em uma pré-camara onde € ague
cido a;” 300°9¢, a uma pressdoc que varia
de 10 a 107° Torr, por um periodo de
aproximadamente 12 horas. Em seguida, =
introduzido na camara de deposiciao onde
se faz o crescigento a uma temperatura que
varia entre 550°C e 750°C, dependendo do
filme gue se gueira cregcer, a a pres
sdo que varia entre 10~/ e 10 llrorr. com
esta descrigdo, fica evidente gue necessi
ta-se que o porta-amostra: - seja resis
tente a deformagdo a temperaturas de tra
balho; - ndo apresente desorcdo durante o
aquecimento; - seja estavel na presenca de
substratos semicondutores ou eventual
mente dos materiais usados para fixa-los
(In, Ga) e presentes no crescimento (81,
Be, Ga, As, Al, GaAs...); - ndo seja fa
cilmente oxidavel ou que o oxido formado
seja estavel as temperaturas e pressodes
indicadas; - seja facilmente usinavel em
formas diversas.

III. O USO DO Nb COMO PORTA-AMOSTRA

0 Nb é facilmente usindvel e comporta-se
similarmente ao Mo (o material utilizado
no porta-amostra da Riber) com relagao a
degaseificacao e. aquecimento sob vacuo, de
acordo com as curva? ?e pressao de vapor
mostradas na Fig. 2 4y oxidagao do Nb
se inicia a ~ 150°C, ao ar, provocando no
processo de colagem o surgimento de uma
camada amarela de 6xido de Nb. Essa peli
cula oxida entretanto ndo se evapora mes
mo nas condigdes extremas de trabalho
(porta—amgﬁtra a 750°C e camara de deposi
gdo a 107 -"Torr) ndo influenciando portan
to o desempenho do porta-amostra(5). pe
toda forma o aquecimento sob atmosfera
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de argonio podera ser utilizado evitando-
se a formagao do oOxido. A condutividade
térmica do Nb, cujo comportamento & visto
na Fig. 3(6 destacando-se para 0 noOssoO
objetivo a comparagao com o Mo, nao inter
fere de modo algum na duragdoc de tode o
processo necessario ao crescimento.

A limpeza gquimica, antes da fixacao da
amostra, pode ser feita facilmente com sol
ventes organicos, bromometanol e acido
cloridrico; o "etch" quimic?s?ode ser fedi
to com HF: HNO,:H,0 (2:2:1) ou de di
versas outrﬁgl%or as mantendo-se, contudo,
sempre o HF 5

IV. CONCLUSAO

0 uso do Nb para fabricacdo de U.H.V. nos
parece vantajoso em termos técnicos e
financeiros dada a sua disponibilidade,
em grau de pureza compativel com a indi
cada para U.H.V., no mercado interno.
Outras propriedades do Nb, como a resis
tividade elétrica, mostrada na Fig. 4(67
em comparacdao com o Ta Mo eW; seu alto
ponto de fusdo; sua capacidade de
"getter" nas temperaturas e pressdes de
trabalho de MBE, aliadas a sua estabili
dade na presenca dos materiais comumente
utilizados no crescimento de filmes semi
condutores nos sugerem gqgue este material
tera outras aplicacfes interessantes a
serem estudadas.
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Fig. 1 - Porta-Amostra de Nb. O tratamen
to quimico revela a estrutura de grao que
pode ser visualizada pelo contraste de
tons na face superior do porta-amostra.
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Fig. 2 - Curvas de Pressdo de Vapor
dos W, Ta, Nb, Mo e V.
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Fig. 3 - Condutividade Térmica do W, Ta, Mo e
Nb. A curva do Nb é praticamente idéntica a
do Ta.
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Fig. 4 - Comparacao da resistividade do
W, Ta, Mo e Nb.



